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64 PLASMATRONZERSTAEUBUNGSEINRICHTUNG

{67\Die Erfindung betrifft eine Plasmsatronzerstasubungseinrichtung, die bevorzugt in kenvertionellen
Kathodenzersiaeuhungseinrichwngen, die mit Hiife der erfindungsgemaessen Einrichtung leicht in Hochraiesputteraniagen
vom Plasmatrontyp umgeruestet werden koennen, Verwendung findet. Die Aufgabe der Erfindung, eine separate,
konsiruktiv einfache Plasrnatronzerstzeubungseinrichtung mit leichtem Targstwechsal ohne eine starr instailierte
Fmessigkeitskuahlung anzugeben, wird erfindungsgemaess dadurch geloest, dass ein zum Piasmatronzerstaeuben
ueblicherweisa verwendetes Magnetsystem, insbesondere Ringspaitmagnetsystem, in einem thermisch gut

teitenden Grundkoerpar eingelassen ist, wobei zumindest die offene Seite der Spalte des Magnretsystems mit mindestens
sinem unerwuenschte Entladungen verhindernden Koerper versehen ist, worueber sich eine das Magnetsystern nicht
beruehrende thermisch gut igitends mit iner Stromzufuehrung versehere Kathodenplatte befindet - auf der das Target
vYorzugsweise tose aufgsieqgt baw. angeklemmt ist -welche seitlich ausserhaib des Magnetsystems mit dem Grundkosrper
wueber eine oder menrere elektrische i1soiationsschichten oder - koerper oder mit Isolationsschichten versehenen

Kcerpern in thenmischen Kontakt geringen Waerrnewiderstandes steht und die thermische Kontaktflaeche mindestens von
der Groessencrdnung der Yargetabtragzone ist. - Figur -

7 Seiten



Salm, Dr. Jiirgen c .23 C 15/00
Steenbesck, Dr., Klaus P 756/a
Steinbeifl, Dr. Erwin ' 30. 7« 1980

Titel der Erfindung
Plasmatronzerstiubungseinrichtung

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Exrfindung betrifft eine Plasmatronzersiiubungsein-
richtung, die bevorzugt in konventionellen Kathodenzer-
stdubungsanlagen, die mit Hilfe der erfindungsgemédlen Ein-
richtung leicht in Hochratesputteranlagen vom Plasmatron-
.typ umgeriistet werden kdnnen, Verwendung findet. Es lag=-
sen sich auch vorteilhaft mehrere der erfindungsgem&lien
Plasmatronzerstdubungseinrichtungen in einer Anlage ein=-
setzen, die insbesondere in Bewegung versetzt, eine homo-
gene Beschichtung groBer Chargen ermdglichen.

Charakteristik der bekannten technigchen ILUsungen »

Eg sind eine Vielzahl von planaren Plasmatronzersttu-
bungseinrichtungen bekannt, die jedoch alle in einer fest
in die Anlage eingebauten Form Verwendung finden mlssen.
Dies ist die Folge einer unter Vakuumbedingungen nur sta-
tiondr mSglichen Targetkiihlung. Derartige Bauformen be-
dingen eine zeitintensive umstiéndliche Auswechselbarkeit
des Plasmatrong. Ferner ist der Ort der Quelle durch die
bekannten Bauformen fixiert bzw, auf eine bestimmte vor-
gegebene Bahn beschrankt (z. B, DE-0S 2.707.144). Weiter-
hin ist der Einbau liblicher Plasmatronzerstiubungsein-
richtungen in konventionelle Kzthodengzerstiubungsanlagen
mit einem erheblichen konstruktiven Aufwand verbunden.

Ziel der Erfindung

Es ist das Ziel der Erfindungz, eine schnell einsetzbare
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bezw. auswechselbare Plasmatronzerstdubungseinrichtung anzu-~
geben.

Darieguhg des Weseng der Erfindung
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde eine separate,
konstruktiv einfache Plasmatronzerstiubungseinrichtung mit
leichtem Targetwechsel ohne starr installierte Fliissig-
keitskilhlung anzugeben. Die Aufgabe wird erfindungsgemiB
dadurch geldst, daB ein zum Plasmatronzerstiduben tiblicher-
weise verwendetes Magnetsystem, insbesondere Ringspaltma-
gnetsystem, in einem thermisch gut leitenden Grundktrper
eingelassen ist, wobeli zumindest die offene Seite der Spal-
te des Magnetsystems mit mindestens einem unerwiinschte Ent-
ladungen verhindernden Korper versehen ist, woriber sich
eine das Magnetsystem nicht beriihrende thermisch gut lei-
tende mit einer Stromzufiihrung versehene Kathodenplatte
befindet ~ auf der das Target vorzugsweise lose auigelegt
bzw. federnd angeklemmt ist - welche seitlich auBerhalb

des Magnetsystems mit dem Grundkdrper liber eine oder meh-
rere elektrische Isolationsschichten oder =kGrper oder

mit Isolationsschichten versehenen Korpern in thermischen
Kontakt geringen Wirmewiderstands steht und die thermische
Kontaktflidche mindestens von der GroBenordnung der Target-
abiragzone ist. Plr die Schaffung eines der erfindungsge=-
méfen Losung entsprechenden geeigneten Wiarmekontakts des
Grund~ und gleichzeitig KilhlkOrpers mit der Kathodenplat-
te sind eine Reihe #quivalenter vorteilhafter Ldsungen
wéglich., Die aufwandmédfiig einfachste Form ist eine Eloxie=-
rung eines aus Aluminium bestehenden Grundkorpesrs an den
jeweiligen Berilhrungsflidchen zur Kathodenplatte. Weitere
Moglichkeiten sind das separate Einlegen geeignet passi-
vierter Folien bzw., Bleche in den betreffenden Kontaktbe-
reich bzw. das Einbringen fester Distanzstiicke, z. B.
A1203-Keramikpléttchen, die gegebenenfalls mit einem an

den jeweiligen Kontaktflidchen aufgebrachten duktilen Be-
lag, z. B. aus Kupfer, versehen sind. Zwecks Gewzhrlei-
gtung eines bestmbglichen Wirmekontakts und eines kompak
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ten Aufbaus der erfindungsgemdfen Plasmetronzerstivbungs=-
einrichtung iet die Kathodenplatie mit den betreffenden



-3 -

Warmekontaktfldchen fest = bevorzugt mittels Schraubver-
bindungen - nit dem GrundkOrper verbunden. Die erfindungs-
gemdfBe Plasmatronzerstdubungseinrichtung 18Bt sich in kon-
ventionelle Zerstdubungsanlagen ohne grofen Aufwand und be-
ziiglich ihres Ortes und ihrer Lage zu den zu beschichtenden
Substraten frei wdhlbar einsetzen. Es wurde gefunden, daB
bei fir das reaktive Sputtern iiblichen Zerstiubungsraten
mit der erfindungsgem&Ben Plasmatronzerstdubungseinrich-
tung eine ausgreichende Kilhlung des Targets gewghrleistet
ist., Besonders vorteilhaft ist der mit der erfindungsge~-
miBen Einrichtung mogliche leichte Targetwechsel, wodurch
auf das teure und schwer auszufiihrende Targetanbonden ver-
zichtet werden kann.

Ausfihrungsbeispiel

Zux ngheren Illustration der erfindungsgemifBen LOsung soll
folgendes Ausfilhrungsbeispiel dienen. Zur Herstellung von
SiOQ~Schichten durch reaktive Zerstdubung von Si in Argon-
Saverstoffgemischen wurde eine Plasmatronquelle mit folgen-
dem Aufbau verwendet. In den kreiszylindrischeh Grundkdrper
1 aus Al von 11 cm Durchmesser ist das Magnetsystem 2 ein=-
gelassen, dessen Hullerer Pol aus einem Ferritring mit dem
Auﬁendurchm%sser von 72 mm und dem Innendurchmesser von

steh .
40 mp¥und dessen innerer Pol einen Durchmesser von 25 mnm
hat, Die Kathodenplatte 3 aus V2A-Stahl mit der Dicke

von 5 mm und dem Durchmesser von 103 mm hat auf der Ober-
seite eine Einsenkung von 2,2 mm, in die eine 2~Z0ll~Si~

- Scheibe von 2 mm Dicke als Target 4 eingelegt ist. Die
Kathodenplatte 3 ist seitlich Uber eine Steckverbindung mit
einem flexiblen Kabel als Stromzufilhrung verbunden. Die
Warmeabfuhr von der Kathodenplatte 3 in den Grundkdrper 1
ist Uber vier Distanzscheiben 5 aus hochgebrannter A12O3-
Keramik von 1 mm Dicke gewidhrleistet, deren je 4 cm2 grofle
Ober~ und Unterseiten mit einer etwa 20 yum dicken Kupfer-
schicht versehen sind. Uber einem mit Schrauben befestig-
ten und durch Keramikscheiben 6 isolierten Ring 7 ist die
Kathodenplatte 3 fest auf dis Distanzscheiben 5 geprelit,

sc dall ein susreichend guter Wérmekontakt entstecht. Unter~
halb der Kathodenplatte 3 dient eine 0,8 mm dicke, in einer
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Pacette des Grundkorpers aufliegende, Glagplatte 8 zur
Unterdriickung von Nebenentladungen. Das Plasmatron wird
zweckuiBigerweise mit der planaren Unterseite des Grund-
korpers auf eine ebene metallische Unterlage (Rezipienten-
grundplatte) gestellt. Die erfindungsgemiéBe Einrichtung
148t sich selbstverstdndlich auch in solcher Weise aufbau-
en, daB das Magnetsystem 2 nur teilweise oder nicht in den
GrundkOrper eingelassen ist und dafiir ein entsprechend
dicker, die Wiérmeableitung libernehmender elektrisch iso~-
lierender oder mit isolierenden Schichten bedeckter Kor-
per aufgelegt ist, liber dem dann die Kathodenplatte 3 an-
gebracht ist. Mit der beschriebenen Vorrichtung werden
Substrate von 2 Zoll Durchmesser routinemdBig mit 1 .¢a 3
/um dicken SiOz-Schichten reaktiv bestdubt. Entiadungs=-
leistung und Beschichtungsrate liegen zwischen 150 W bei

3 /um/h und 300 W bei 20 /um/h. Bei gutem Wirmekontakt des
Grundkorpers zu massiven Konstruktionsteilen sind auch
hohere Ieistungen moglich, Das Silizium~Target befand

sich auf der Temperatur von Rotglut vnd war nach dem Ver-
brauch durch einfaches Heravsnehmen schnell auswechsel-
bar. Umrlistungen der Innenaufbauten des Rezipienten zur
Anpassung an unterschiedliche Beschichtungsaufgaben wer-
den durch die Unabhéngigkeit von Kilhlwasserleitungen sehr
vereinfacht, Vergleichbare Ergebnisse werden unter Verwen-
dung eines eloxierten GrundkSrpers bzw. Auflegen eines
eloxierten 1 mm dicken Aluminiumringes auf den Grundkorper
statt der A1,0;-Keramikplattchen erreicht.



Erfindungsanspriiche

1. Plasmatronzerstiubungseinrichiung, gekennzeichnet da-

4.

durch, daf ein zum Plasmatronzerstiduben ilblicherweise
verwendetes Magnetsystem, insbesondere Ringspaltmagnet-
system, in einem thermisch gut leitenden Grundkorper
eingelassen ist, wobei zumindest die offene Seite der
Spalte des Magnetsystems mit mindestens einem uner-
wiinschte Entladungen verhindernden Kdrper versehen ist,
worliber sich eine das Magnetsystem nicht berihrende
thermisch gut leitende mit einer Stromzufihrung verse=
hene Kathodenplatte befindet -~ auf der das Target vor-
zugsweise lose aufgelegt bzw. angeklemmt ist - welche
seitlich auBerhalb des Magnetsystems mit dem Grundkor-
per lber eine oder mehrere elektrische Isolations-
schichten oder =-kOrper oder mit Isolationsschichten
versehenen Korpern in thermischen Kontakt geringen War-
meviderstands steht und die thermische Kontaktfliche
mincdestens von der GrolRenordnung der Targetabtragzone
ict.

Plasmatronzerstsdubungseinrichtung nach Punkt 1, ge~
kennzeichnet dadurch, daB der IsolationskOrper zwi-
schen Grundkdrper und Kathodenplatte aus einem bazw.
mehreren A1203-Keramikpléttchen besteht.

Plasmetronzerstiubungseinrichtung nach Punkt 1 und 2,
gekennzeichnet dadurch, daB die A1203~Keramikpléttchen
mit einem duktilen Belag, insbesondere aus Kupfer,
versehen sind.

Plasmatronzerstiubungseinrichtung nach Punkt 1, ge~
kennzeichnet dadurch, daBl die Isolationsschickt durch
den an seiner Oberseite eloxierten GrundkOrper erzeugt
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